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Газообмен  соединений SiO и CO между расплавленным кремнием, выращиваемым в тиглях из плавленого кварца, и рабочей средой камеры существенным образом определяет присутствие и окончательное распределение кислорода и углеродсодержащих элементов в слитке. Графитовые части печи после взаимодействия с монооксидом кремния являются главным источником углерода в выросшем кристалле. Для предотвращения интенсивного потока CO к поверхности расплава применяют в последнее время крышки различных конструкций. Чем меньше расстояние между крышкой и зеркалом расплава, тем меньше концентрация углерода в расплаве [1]. Однако уменьшение этого расстояния лимитируется величиной теплового расширения кремния при затвердевании расплава.
На этапе отработки методики выращивания кремния с использованием погруженного нагревателя [2] был проведен ростовой эксперимент, в котором почти все зеркало расплава было закрыто имитировавшей ОТФ нагреватель графитовой пластиной, плавающей на его поверхности. Для осуществления переноса газов SiO и CO через поверхность расплава оставался зазор между пластиной и стенками тигля около 15 мм.  Допированный бором мульти-кристаллический кремний был выращен в кварцевом тигле G1, покрытом нитридом кремния, в соответствии с тепловыми условиями, характерными для направленной кристаллизации. 
Полученный материал по своим характеристикам не уступал параметрам стандартного кремния, получаемого по данной технологии. В слитке, который имел хорошо развитую столбчатую структуру, наблюдалось лишь небольшое количество включений (возможно SiC); сам он имел удельное сопротивление в диапазоне от 1 до 1.3 Ω×cm, а время жизни неосновных носителей достигало 3.7 s в его верхней части.
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	Рис. 1. Изменение концентрации кислорода (а) и углерода (б) по высоте слитка кремния.



В работе обсуждается характер распределения кислорода и углерода в слитке кремния (см. Рис.1), который с одной стороны свидетельствует об устойчивости защитного карбид кремниевого покрытия и «пассивации» графитовой пластины, а с другой – об изменении механизма процесса газообмена. 
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